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【背景】MoS2膜は薄膜領域で高移動度かつ

バンドギャップを持ち、次世代半導体材料

として FETへの応用が期待されている。層

状 MoS2 膜がスパッタリング法によって大

面積に成膜できることが報告されており[1]、

スパッタ条件によって結晶性をコントロー

ルできることも明らかになっている [2]。ス

パッタ MoS2 膜中の硫黄欠陥は電気特性を

劣化させるが、硫黄雰囲気中でアニールす

ることによって硫黄が補填され結晶性と電

気特性が大きく向上する[3-5]。これまでは

硫化プロセスの温度や時間を調整すること

で結晶性回復を実現してきたが、アニール

前の MoS2 膜の結晶性がアニール後にどの

ように影響するかは明らかとなっていなか

った。そこで本研究では、スパッタ後の結晶

性の異なるMoS2膜を準備し、硫化プロセス

後の結晶性について調査した。 

【方法】Fig. 1 (a)に示す条件を用いて結晶性

の異なる MoS2膜 (5 nm)をスパッタリング

法により SiO2(400 nm)/n-Si基板上に成膜し

た。これを Fig. 1 (b)に示すアニール装置内

にて硫黄雰囲気中で700oC, 40分間の熱処理

を行い、ラマン分光法により評価した。 

【結果】Fig. 2に硫化プロセス後のMoS2膜

の半値幅の as-deposition の半値幅依存性を

示す。as-depositionの半値幅が小さいものほ

どアニール後の半値幅が小さくなることか

ら、硫化プロセス後においてもスパッタ時

の結晶性向上が重要であることが分かった。 

【まとめ】アニール前のスパッタMoS2膜の

結晶性は硫化プロセス後も引き継がれるこ

とが明らかとなった。これにより薄膜MoS2

膜を利用したさらなる FETの高性能化を期

待できる。 
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Fig. 1: Schematic diagrams of sputtering method 

in (a) and sulfur-atmosphere annealing in (b). 

 

 
Fig. 2.  Raman FWHM of MoS2 thin films after 

sulfur anneal depending on that of as-deposition. 
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